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Стандартной обязательной технологической операцией при изготовле-
нии высокоэффективных ФЭП на основе CdS/CdTe является формирование
низкоомных контактов к базовому слою. Несмотря на многочисленные ис-
следования (см. в [2,3]) создание низкоомных и стабильных тыльных элек-
тродов для высокоэффективных СЭ на основе теллурида кадмия остается ак-
туальной проблемой.

В связи с этим в данной работе был разработан метод математического
моделирования, который позволяет идентифицировать диодные характери-
стики, определяющие изменение эффективности СЭ  при изменении его кон-
структивно-технологического решения. Также были проведены исследования
влияния материала тыльного контакта на темновые диодные характеристики
ФЭП на основе гетеросистемы CdTe/CdS. Установлено, что оптимальными
диодными характеристиками обладает ФЭП с тыльным контактом Cu/ITO.
Также Исследовано влияние освещения на диодные характеристики ФЭП на
основе гетеросистемы CdTe/CdS с тыльным контактом Cu/ITO. На ряду с
традиционным уменьшением величины последовательного Rп и шунтирую-
щего Rш сопротивления обнаружено нетрадиционное снижение величины
плотности диодного тока насыщения J0 при освещении.
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Среди методов изготовления тонких полупроводниковых пленок элек-
трохимическое осаждение из водных растворов отличается не только невы-
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сокой стоимостью и относительной простотой, но и соответствием требова-
ниям крупномасштабного производства [1-5]. С помощью таких параметров
как катодный потенциал, температура, состав и кислотность электролита
данный метод технологически обеспечивает варьирование структуры и фи-
зико-химических свойств электроосаждаемых полупроводниковых слоев.
Вышеперечисленное объясняет большой интерес, который в настоящее вре-
мя уделяется учеными, работающими в сфере твердотельной электроники, в
частности, занимающимися проблемами создания новых типов тонкопленоч-
ных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), вопросам электрохимиче-
ского осаждения полупроводниковых пленок и исследования их структуры и
свойств.

Неотъемлемой частью современных тонкопленочных ФЭП на базе ди-
селенида меди и индия и на базе теллурида кадмия являются слои сульфида
кадмия толщиной 20 – 100 нм, которые выполняют роль буфера между базо-
вым слоем и прозрачным электродом. Данная работа посвящена исследова-
нию структуры, электрических и оптических свойств электроосажденных
пленок CdS. Структурный анализ производился рентген - дифрактометриче-
ским методом. Для определения электрических свойств использовали темно-
вые вольт-амперные характеристики (ВАХ) пленок [6]. Оптические свойства
исследовали методом спектрофотометрии.

Как показали исследования, свежеосажденные пленки имели нанокри-
сталлическую структуру. На дифрактограммах наблюдались пики малой ин-
тенсивности, сформированные плоскостями (100), (002) и (101) CdS гексаго-
нальной модификации и, возможно, плоскостью (111) CdS кубической моди-
фикации. Исходные пленки CdS обладали высокой концентрацией энергети-
ческих ловушек и низкой подвижностью основных носителей заряда, что
подтверждало несовершенство структуры пленок и малый размер их зерен.
После высокотемпературного точечного нагрева, вызванного электрическим
пробоем в процессе измерения ВАХ, обнаружено усовершенствование элек-
тронных параметров данного полупроводникового материала. Оптический
анализ выявил, что электроосажденные пленки характеризуются прямыми
разрешенными оптическими переходами [7] и обладают характерными для
сульфида кадмия значениями ширины запрещенной зоны [8].
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Твердые растворы  Bi-Sb относятся к числу лучших низкотемператур-
ных термоэлектрических материалов, отличаясь высокой чувствительностью
зонной структуры к составу. В системе Bi–Sb существуют, по крайней мере,
две  критические  области, в  которых  реализуется  бесщелевое  состояние:
2-3 ат.% Sb, когда происходит инверсия зон La и LS, и 6-7 ат.% Sb, когда об-
ращается в нуль перекрытие зон в L и Т точках зоны Бриллюэна и сплавы пе-
реходят из полуметаллического в полупроводниковое состояние. Недавно в
области указанных составов на концентрационных зависимостях коэффици-
ента термо-э.д.с. S поликристаллических сплавов Bi–Sb были обнаружены
аномалии.

Цель настоящей работы - исследовать влияние гомогенизирующего
отжига на факт существования и характер проявления аномалий на изотер-
мах коэффициента термо-э.д.с. в твердых растворах Bi–Sb.

Было изготовлено две серии поликристаллических образцов в интерва-
ле составов 0–10 ат.% Sb, которые после синтеза подвергались отжигу при
температуре 5205 К в течение 200 часов (1 серия) или  1200часов (2 серия).
На всех образцах было проведено измерение  коэффициента термо-э.д.с при
комнатной температуре  и построены зависимости S от состава.

Установлено, что зависимости S – состав имеют отчетливо выражен-
ный немонотонный характер: наблюдаются аномалии в областях  0.5-1, 2.5-


